U ;‘ I MEMORIA DESCRIPTIVA

que - se acompana g la solicitud. de reglstro de una Patente de- Inr7'ﬁ

' Venclén, por Velnte anop, en Es pana, por "Procedlmlento para la
 ;-confecc1on de un tran81stor a contaoto de superflcle" 'a favor’x
de- "TELEFUHKEN G n.D. Ho 'ty entldad de. naclonalldad alemana, doml-.

01li%da en Berlin (Alemanla) Charlottenburg, 1.

— et e e e e e

-La entldad uollcltanue de la presente patente lo es tamblénr»g‘

dee otra correspondlente al obaeto a. que se reflere este procedl—

‘;ﬁmlaato, patentes que en el pals de orlgen flgurdn englobadas en5ii
» . una, cola sollcltud que reclblé en la Oflclna Alemana de’ Paten—”z;g
Fff f5”“ﬁf £tes, el n° T 17 044 VlIc/Zlg y. que ahora, en cumplimiento e 1o
‘fi dlspuesto en el art 58 del v1gente Estatuto sobre Propledad In~_"
idustrlal en. rela016n con el apartado f) del art. 4° ‘del Convenio_,'
“ZInternacional para la protecolén de NE:) Propledad industrlal, se
gpre entan ante el Reglstro de la Propledad Industrial en dos pa—
f:.lO jnngtente mdepenalen‘teo v por separado, una, relatlva al aparato y,b‘
. n_otra; al procedimlento, relvindlcando en ambas la fecha de pr10~ |

rldad de la patente lemana de. orlgen.mv

'r“Q”“fffffi Se ha 1ndlcado_oportunamente una dlsp051016n de tetrodo, cu—l4’

wfgyo cuerpo baoe se bompone de 0111010 neconductor. En eute ouerpolgiﬁ
"15;.~{;;bése bemlcOnductor ael tlpo n se han dnfundldo dos capas de dlfu_in
in’l‘L1516n, o sea, ‘una. capd n y una capa p em lazada delante ‘de la ca—i

!pa n. La capa n dlfuﬂdlad conatltuye 1a zova emlsor¢ del tetrodo,x7
;;mlentias que 1a zona del tlpo de potencia p antepueqta 8- la capa ;

ﬁg;:,,; P fn representa la zona base Qel tetrodo. A la conoentra016n de pun-;
20 ;_;ftos perturbadores de la capa n se la ha elegido ahl més. grande .

’fque la de ld odpa p. Para 19 confecolén del electrodo de ba&e au-?3

'kﬁﬁ aleado electrodos en forma de»]uff

"Tx111ar y ue base de mdnﬂ




01nta p—dotados por medlo de las dos cdpas dea dlfu816n, en tdn—f,ff

to que 1a zona emlsora esta puegta en contaoto por medlo de un ,ﬂ

S1 entre el electrodo de bduﬁ aux1]iar y de base de mandovj;;

se apllca una tens16n COHtlﬂUd apropldda, ge puede generar en. eéd3

ta con001da dlsp051016n de tetrodo, a lo largo de la zona, de ba—;

4se, un- campo eléctrlco al cual restrlnge la emlulon del tetrodoj;’

a un margen estrecho de la zona emleora, el cual es dlrectamen—_.

10._ ﬂ te contlguo al electrodo de base de mando. L& oonoclda dlspos1—9

016n tlene la Veniaaa de ser 1n51gn1flcantemente pequeﬁa la re-iiuw'

sistencla exterlor de la base que se presenta entre el electrodo»

de ba e de mando lncorporado por alea016n y el comlenzo de la zo

- “na emlsora direotamente contlgua. Comoqulera que ‘la r931sten01a
‘ 15” o interlor ue la base que viene a actuar en el margen de la zona

| 'fiemlsora, puede mantenerse a51m1smo pequera en la oon001da dlspo-

151016n, 0 sea, medlante la correqPondlente dlsmlnu016n de la an—i'

chura de 1a zona emlsora con ayuda del’ campo longltudlnal en 1a

zona de la base, la con001da dlsp031016n, con el correspondlente'

20 . - dlmens1onado y dota016n de la zona de la base, tlene la r931sten_

cia de base mas pequena de todas las dlsp08101ones de tran81storﬁ_

oon0c1das. , N
La conoc1da dlSpOSlClén de tetrodo adoleoe, sin embargo, de

1nconven1entes funddmentales que van 11gadou a. dificultades tec~“

'25 \“noléglcas, por 10 cual, el comportamiento de alta frecuenola de

esta con001da dlSpOblClon no-es meJor que el de las- otras también o
fi:f \}2; .con001das dlsposlclones de tlan 1stor ae altd frecuen01a.li" o
3 e eqos 1nconven1entes de la con001da dlsp031o;6n de tetrodO’”ﬂ
concebldd en fofma "meca" son débldos pr1nc1palmente a que, al

'30',;,f contrarlo que en las con001d&s dlEPOSIOlOnGS de tran51stor, por

T 91 lado del emlqor ven 1tu¢dos tres: eleotrodos° A esto hay queT;b:

-
).‘

manadlr que para consegulr peguenas capa01dades de colector ep
) ‘ ) N - - o el . . s . ’



w?dlSpOlelOnes oue han 51do prev1stes pora una frecuen01d de regilz’.

f._ffmen de varlos 01enb05 ae MHz, 1a estructurd o 19 quperLlcle "me-_ﬁl

 is““ no debe ser senﬁlblemente mas ancha que 100 u, por lo.que laﬁ

- mutua epara01on de loc hllos de entrdda en 1e oonoclda dlcp051~‘

&clon de tetfodo no debe ser mayor de 25 a 30 u° Para frecuenc¢as”ﬂ

'“jméq elevadas se requleren separaciones correapondlentamente menof

,res.‘Fs ev1dente que la escasa separa016n de low_electrodos 51- "

.ﬁfftuados por el lado del emlsor dlflculta con31derablemente BU.
~Lpuesta en COLtacto. La peguena separﬂolén de electrodos tLene,‘?:
‘-iO'“ Jf ademas, por consecuen01a el . que como conductores de entrada paraff
| :ﬁ”los electroaos se pueden empleur qoldmente hilos muy delgados,;;:lf
los cuales tlenen 31n embargo res1°tenclas © induct1v1dades de
entrada relatlvamente eleVddas que se ponen pr1n01pdlmente de maf

5m[ nlflesto con’ caracter perturbador en las. altas frecuenclas..;jfT*

15 - Para ev1tar estos 1noonven1ente° se suglere cegun el inven-—

to que en un trﬁns1stor a oontacto de superflcle con’ una zéna de
”'emlsor, de bage ¥ de oolector, existan por el lado del emisor dos

electrodos, que el prlmero de estos electrodos es té unido 6hmlca—f
.ffmepte con la aona de base y que el qegundo electrodo eute también“

} un1do 6hm1camente con la zona de base para la limita016n de la ;?;5m
‘@1em1516n en la parte de la zona emisora contlgua al prlmer electrof.
Wﬁdo meaiante la generaclén de un campo eléctrlco, y aue con la z0--

S na GMlSOTd foxme un contacto supzesor u. 6hm:|.cou
Oon el eaemplo de un tran51 tor con el orden de .zonas pnp se‘

- ;25}5"3ndescr1be mas detalladamente la dlspoalcl6n sugerlda por el 1nven~‘

l.tto, la cual esta repreqentadd en alversas formas de realiza016n

m};en las Flgso 1 s 5,'u1endo por supuesto tamblén poslbles otras

frformas de rea lwzaclon anélogas con: el orden de zonds npn. Debe

f‘hacerse observar ya en este lugar que une forma de re91123016n

_ff"30 S especlal del 1nvento segﬁn las Flgs. g 5 prevé une dlSpOSlOlén

.de transistor en 1a que, entre la aona de base y la del colector,5

f‘pe ha prev1sto una zona 1ntermed19 debllmente dotada o 1ntrinsecof~w




20

como se leO mas arrlba, se va a examlnar a oontlnua016n, sera

“:aun cuando, naturalmente, pueden emplearse tamblén otros mate~

'Fi;-rlal de aleacién para estos dos electrodos de alea016n ha 51do

'en total trec entradas al electrodo,*d saber._la entrada lO que

‘11L{f¢?»f'?';;;fj fj;' Sa-

'Qéééﬁﬁ

f>~conductora, Incluso, se ha v1qto, es ventaaoso conceblr en fori'”

- e "mesa" una de estas dlsp051c1ones pnlp o Ppln de trdn51stor o

expllcada en el eJemplo de un cuerpo semlconductor de germanlo,“

rlales semloonductores tales como, por egemplo, 5111010 o 1as

comblndcloneﬂ AIIIBV' La zona emlsora 3 de un trans1stor pnp aeﬁ

ecta clase ecta dotada muy fueftemente de lugares perturbadoresﬂ
p, mlentras que la zonq de base 4 relatlvamente delgada es ta B
fuertemente entremeaclada con lugares_perturbadores n, si. bleﬁii»
sélo en tal 1nten31dad que 1a den31dad de 1ugares perturbadoreé}
en la zona de base sea menor que la densidad de 1ugares pertur—i
badores en la zZona” emlsora° Lg, zona colectora 5 contigua € la -
zond de base 4 es ta dotada de lugares perturbadoreu p lo ﬁlsmo(“
que la zoue, emlsora, para 1ogrer un tipo de poten01a p°

En la superflcle de este tran31stor ‘pnp por el lado del

emlsor se "han incorporado por alea016n solamente dou eleotrodos,

al contrarlo que en la conocida dlsp051016n de tetrodo. El mateﬂ

elegldo de manera gue por medio de la aleaclén suraan zonas se—{‘
mloonductoras 6 y 7 fuertemente n—dotddas, perten901entes a losﬁ;
electrodos de aleac16n 1 y 2°Vhstas con51dera01ones, 'y las 51- fA
gulentes, son tamblen valldas; naturelmente, n_forma;anaIOga
para tran81storen con orden 1nver 50 de capas.ﬂf- o »

. La d spos1016n sugerlda por el 1nvento ge conecta ahora, lou_

mlsmo que un. tran31stor normal y, lo mlsmo que este, ‘sélo tlene.-

pone en contacto al electrodo del colector 9, la entrada 11 que

pone en contacto al. eleotrodo de aleaolén 1lyla entrada 1a que 



ﬁgi/ Vd unida al electrodo de dleaclén 2 Eh el estado de fun01ona—fftfe;

,,, L .

o mlento del trau51stor, por 1a entrada de electrodo 1a clrcula

"}—zona semioonductora 7 contlgua a la antermor, perteneclenfe al

1electrodo de aleaelén 2, se puede conseguir que el trdns1to pn

f”“formado por‘e@ta zona semloonduetora J la zona emlsorc en el

"margen de tran51016n tenga una tensién de ruptura zener que sea‘??
 gi§pwf:”fmenor que 0 5 voltlos, o b1en la caracterlstlca de una de lasilfz';
.;€i ? 1lamadas Waiodo backward". Con éemegante caracteristlca del trani?
- 31to ey formado por ‘la zone enigora 3 y POr ‘la zona semloonductoiéé"
"ra 7 ael electrodo de alea016n 2, la corrlente, lo mlsmo que en.h
Tel caso de la dlspoéi016n segun Flg. l, puede ser conduciaa al .
éQ - 'emlsor a traves de este tran31to pn, por 10 que para lz. zona emlﬂ"
,Vf:__ﬁsora 3 no se nece51ta nlngun recubrlmlento metéllco un1d0 6hmlca”
-, -7’*‘; | mente con el electrodo de aleac16n 2. Los trans1stores de este '

“ : htlpO se pueden construlr con. relatlva f40111dad, y 8 varlos 01en
i3@ﬁ~5,f‘;lg;ﬁ;tos de MHz presentan propledadec de amp11f10a016n satlsfactorlasoéﬁ
| '“'ff25fi:m.f{25 Pero 91 la d139031c16n de semloonductor descrlta tlene que~T7'
‘ . ']resp0nder a mdyores ex1gen01as,,sobre todo en lo que respecta al'
%Lllmlte de frecuencla, entonces se manlfleuta con ceracter pertur
- -,.,;:bador 1a~re 1stenold en . la zona em1°ora 3 entre el eleotrodo de “

» -“;193016n 2 yel lugar emlsor 13 " Por. eso es ventaJoso, segun se
,j;f30‘~ﬁ?”"expone en la Fig. 2, apllcar sobre la zona emlsora 3 un recubrl'J

"fmlento metallco 14 que establezca contacto metalloo con el eleo‘ ”;

;,1;":“*“f;trodo 2, pero no con el electlodo 1. El reoubrlmlento metallco

RS -, . T R - e
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AN B B -,,

do l parm ev1tar un corta01rcu1to, es d901r, pard el bomporta—~*

ﬂ- mlento de a f. del tran51stor sugerndo por el 1nvento es venta*7 #

- metal (salvo en una c1erta separaclén de segurldad

doa entra~i:"””

_ dlchas enrfwﬁ

01nta, cuya anchura, -en’ sentldo perpendlcular al plano del dlbu Co

*;fifv"':”ﬁfj, JO, puede ser elegida aprox1madamente 1gual a la correqpondlen-f

te longltud de la clnta de electrodo 1 6 2‘i-g; i _

' ' El electrodo 2, segun se muestra en la Flg. 5, pueden tam—'

'20;: blen e tar construldo de modo que rodee completamente por eJem

L i ? : _1 plo anularmente, al electrodo l. Ademas de la ventaJa de que con

} L esta diSpOGlclén no puede llegar nlnguna corrlente de fuga super-

flClal desde el colector hasta el electrodo l 1as entradas ‘de _
'electrodo lO 11 y 12 pueden establecerse conforme a la Flg. 53_3

25;:' de tal m&nera que el tran51stor pueda ser 1ncorporado fé011men o

te en un conductOr coax1al, en cuyo caso la entrada del emlsor"“

- Lo . s T

12 se tlende en el conductor exterloroﬁ_'»*ffi;iff ;%Q;7:Tf;jf

Se ha comprobado que pr1n01palmente la r951qten01a prev1a#,

del colector de 1a con001da dlsp031016n de tetrodo contrlbuye
303;.' sen81blemente que ect¢ no qea utlllaeble para frecuen01as muy

elevadas. Un0° calculos detalladOS han revelado que a frecuen—



»ﬁg}t&ncla de uno de estos tetrodos y'que, oou ello, reducen fuer—

”7temente el 1im1te oacllance.‘Pard la ev1ta010n de estas pérdl-jp

;dotar en mul alta medla a 1a zond del colector 5, por egemplo,: ﬁ

f%pacldades de rea0016n y de Salldd dependlentes de la ten516n

“f:cuando el trdn51to entre la’ zona del colector 5 fuertemente do~

\;55tada y la zona 8 de elevadd r951sten01a 6hmlca se lleva a cabolﬁpu
;lo més bruscamente p031ble, vy la citada zona 8 esta tan escasa—vf
‘mente dotada que lﬂ zona de oarga e°pa01al.ue la capa aislante

v }vdel colector se extlende por toda 19 zona 8, es de01r‘ desde 1a

‘,25- | reglén altamente dotada de la zona de base 4 hasta la reglén al

ﬂ,tamente dotada de la zZona del colector 5
__queras 1as partes realeq de la conductan01a de salmda v de reacV"

v"una zona 1ntermea1a 1ntrinseca 8 unlforme, es de01r‘ de la mlq-»,»

: ma anohura, sino tanblen las partec redctlvas. Esto se puede 10}

»vgrar por el hecho de oue, segun un perfec01onam1ento ulterlor f

das se sugiere, como perfecciondmlento ultezlor del 1nvento, el

;reglmen mas baga PPeVlstaou,‘fy ﬁ;

Sé- logran 1as pérdldas minlmaa y, al mlqmo tlempo, las Cd—,

Para muchss. apllcaclones'es deoeable que ne qolo sean pe-.

‘016n, lm que segun la sugerencia anterlor se con 1gue med:l.ante""'w




. mud
Vdel 1nvento, 1a qepdrac16n entre la zona de basa ¥y la del co-

IR 1ector, ec‘de01r 19 anchurd de 1a zona 1ntr1nseca, se hace mas

pequena por el lugar en el gue tlene lugar en esencia la emi-

fTV:ulén, que en lds restantes reglonev de dlcha zona intrinseca.uif

'fAsi pueu, esto oonflrma que la anchura de la zona 1ntr1nseca Lk

';tlene que variar, y en la reglén del lugar 13 de emlslén preféf&i

R ~aﬁ;7;4frente, aer mas pequena que en law demas reglones, cuando se '}"

tlenen que redu01r 1as proporclonec reactlvaso

Este reguerlmlento puede redlizarse segun 18 Flg. 3 por el

) ;~jhecho de’ que, en caso de*una anchura 1nvar1able de la zona del“f‘

“”colector, la zona de base se halla SItuada en l% reglén de eml'“

91016n, en donde la zona 1ntermedla 8 es por la reglén exterlor

d1016n de una zond 1n—

'Ydas que.se- acaban de descrlblr, o sea,

“Qk”géév??yfiftrlndeoa entre la zona del colector ¥ de base ¥ el varlable ais
S ”ﬁens1onado de la anchura de esta zona. . 1ntr1nseca, se pueden a-.“~f
'pllcar as 1m1smo 8 dlsp08101oneq ae tranql)tor normales 51n efec

5 T ;:’ ;~;f]to de. tetrodo, y oue, en tales dlSpOQlClOPeB, dan tdmblén por. 
A - fr sultddo un megoramlento del limlte 0301lante medlante la dls—

30

mlnuc1on de la conductan01a de 5alldao '
' Las medidas que se des crlbleron ultim&mente se refirleron .;3
'”a la ev1ta016n de pérdidabyde a.f. Sln embargo, en translstore

::”&e alta frecuencla hay que tener también en cuenta que la ampll‘ﬁ




‘? ,,9_ é} ¢ Zfi ﬁri U3 ﬂ

ficacién de corrianteﬁen el circmto de bage ﬁel emieor aea lo

mé.s grande poai‘nla. <31 se seﬁala con FJ.. la frecuencla en la gue -
19. amplificaeién é.e eorrien’seﬁha descendido haata al valer 1, 1a::,’,‘ '

relacién que rige entonces o8y como ae sabe:

5 'an fl = -7;'0/2 ﬂ? B 75 E +T

Tc es a.h;f. el tiempe de ma,rcha de 1os portadores de carga de m"
- f noz ia. por la capa aia:«.ante del 0019@“’1' 'tB’ iad ﬂempo de raco-
L rr:.ao Por l& z.ona de base. Las deméﬁ magnitﬁdeBT y T represen'--""
tan 19.9 constemtes da tiempo de la cchexidn en Paralel" de la r Bl.:.. '
10 -;* aiatencia dae emz.sién ccn 1a capacidad emieor 8’ QStatiea (TE) ° L '.
. cou la capac i dad Mgml (_L ) La capaeiélad marginal s¢ da en

el lmite entre 1a zena amisera 3 3 19. zona. aemiconducteraf"s"del‘ "

| "A'l-'tenceb har:ﬂr 'Q’SC 10 mas gz-a.nde osi’a_‘_er“, ae moda que fl eate ﬁe- e

- Pueato que en 105 tetredoe y ‘Gamhién e.n 1a ﬁisposioién Jug‘g- :

'ida por el mventa, la zona emisaru ab muy estrecha ¥

atte 4l

rectameme con 64. ele.-vtroaa l, es aeceeario no alear este alee—

trodo l a uemas:.aua profun&iﬂa& pa.ra que en el lugar éniisor 13
no reduzca al electroéc 1, psr 1a zona semico:zductora adela.ntada’;
6, la i.rl:ena:.dad de canpo’ del co...eetar debiao a efec tua de panta i
lla. Ecr 1o mismo, en aisposicmnes sin aa.pas intemediag de e]e :

B ada resista Ma 6hmica g mbrinseca«wnductorae, el electrouo 3_
- 30 no debe hallarsa aj.eado den‘tra del cuerpe semiconauetar, a’ més “

profundia&d que la mitad del aspesor de La capa a.islante del es-u '




lector.-~ e

Los electrones de defecto alcanzan, con’ una 1ntensidad de
campo ‘de B j lO4 V/cm o mayor toddv1a, en germanlo, una velo—"},

'j 01dad 11m1te de aprOleadamente 5e 106 cm/seg. Para v f vm,'y R

con un tlempo de marcha del colector C = WSC/ , asciende éw
2 10 -1l segundos. : »,mff“7v~; j e e ;;

En el dlmen51onado del trdnbl tor regun el 1nvento hay queA“

tener presente que la 1nten51dad de oampo en la c¢pa alslante

>4;'uf r ed mayor Oy “por lo menos, 1gua1 a esta 1nten51dad de- campo E,

:de dlcha oapa supreso—'
,capa supresora del co-

lector una corrlente de emlslon, en es ta oapa se forma entonces

'”funa earga es pa01al la cudl v1ene dada por la relaclén de den91

dad de oorriente JE a ve1001dad del flugo. Pero esta oarga espa




B I 880 unlOamente con dls 09101oneq en las que, lo mlsmo que en
o - s ?

*,55_ﬁéj.if .el CaSO de 1a d1°p051(1 on 5ugei1da p01 el 1nvento ¥ tambl en

el Qel tetroao, 1a zona emlmora eu muy estrech&.?fE es xela«ff

:ftlvamente pequehd en ooJLa1a01ou con C’ iuoluso en el oaso dey*.

bruscoa traniluos pn evtre la ZOﬂd de emlslon y ‘de- base. A51,

por egemblo, en uua dotaoion ue la base de lO18 lugarea pertur~-*

'h“oadoxes por omj y con una calud de poLen01a VEB de 0, l V & tra~

' vés de e ta ‘capa aig lan 8 de eunisidn y ae base el espeaor de ee~ .

wfviiw,ﬁil ba capa ascendera aproximadamente a l 4 10° 6cm v, la oap301ff-5

dad especiflca emlsora estatloa Chb = 1 10~ 'F%sz, mientfas

e gue la constanbe de tlempo ‘de eL1q1onft toma el valor de

3 10 13 qegundos. .,ifn*}:;rmﬁferff?’“;f - ”l;ﬁ._,‘

L“e 1a

';tr4016n cun dotaClén de banefconstante o ueor901ente aeGQe el em ¥
- " - N - _VL




) - - X X yy 5
- floaolén de freﬁuenolas extremadamente eleVada 1y como suoede por,1“

ﬁem1s1én ¥ de base.

eJemplo eﬂ ld con001aa lep081010n de tetrodo, yd gue de ahi resul~'

tar 81empre una zons e u;an81016n lloeramente dotada entle 1& zona,f'

,de emlslon Yy ae base, aproxmmadamente de la anchula ae la zona de

Por lo mismo, segan perf6001onamlento ulterlor del invento,;

emeaante tran81to p” brusco Luede establecer_

por eaemplo, como se exboner més auelante, por dlfu316n desde_f

det rmln& el tlpo de potenrla de la zona de emlslén, por egemplo

en un cuerpo semlconductor de” germanlo por adlclén de Sb al em1~ B

sor dotado de ballo° ‘En’ este procedlmlento alloyhdlffused los_g~“




¢ e
v‘.

N de marcha ae’ e baset’B 1mal a 3 8

Sln embargo la re31oten01a plana esp901f1ca R de la zona~

f}gvinfj - espe01ilca ge- callflca la r681Qben01a de un cuadrado, puesto eni

 51Q.' _conuacto por low lados Irontales, ae 1a capa oonductora de la

bace. Ademés, a altas’ frecven01as llmltes fl, las den91dades
JE de oorrlenue del emisor ad(*leren v@lores con31derables y,

por 10 mlsmo, estlpulan una elevaua conductan01a tlansversal

- ”Ttﬂiiv‘7:: ccpa01t1va espe01flca entre el emlsor y la bdse. Fsto tlene

{Etemenue‘a medlaa»que aumenta 1a dlctanc1a con 1a conex16n de la e

uave. Como anchuza efloaz del emlaor se puede d951 nar ; .
&

el multlplo de O 7 de l ancla ael borde del emlsor, en u

,_la que 18 ten516n ex19uente entre la baqe y el emlsor Ha. dls—

mwnuldo has ta las 2, 7 parteu de la ten316n de entrada. BEW es_:~K

al mmsmo tlempo la anchurd de un translqtor con RB 0 - aunque -

coxrlente JE y con la mlsma frecuenola f, presenta la mlsma

:: maénitud de la pendlentejyrde la reclcten01a de entrada quel

de la ua e es elatIVdmence Nraaae. Como r651sten01a plana —77"§v-!




ST LT - S a
—“;claer8016n ld 1nf1uen01a de la ZOLaqmgxgznég é% g

1};; Para la a159051016n utlllzaua como eJemflo numellco 1a*

frecuen01a,"1m1ue gin zona marglnal (Zﬁ-§ o) es lgual a 9 5“;.,
O9 Hz. A esta frecuen01a llmlte, la anchul eflcaz ael eml—'

57 gor BEW 11eba a ser ig ual a O (3] u, y, a f = 3000 MHz, aerX1— 1

S madamente 1 lﬂaogﬂ’ ":T_ : ;‘Jf C ‘,11“1Q¥ zfl;-j+ f

La frecuenola llmlxe f‘?lo es redu01oa aho;a fueruem nber“

S pox la L&pdClOdd ae l¢ c&pa supr sord mdrglnal entre la zona
~em1 ora 3 un especor semlconductor 6 Qel electrodo l. Sj se
'-;.10 . toma pala la zona emlsOLa 3 un eresor WR de 1ipm y, pdra la —,

ﬂ\if:i“Ai “zona marglnal, una dota016n max1ma N =40Ng = 4 lO18 lurareséz

"fepresenua.la dotaclén de la L"

fperturbadores por cm3 fuando NB

_ - H R
-uase Q es -"-n‘honces aproxmaé.a.mente 1ﬁual a@ E I/NR vV Asi

- pues,“pdra eleJemplo de célculo 1naloadm 16 frecuencla limlte:"

f'@lf 1nclu1aa 1a zona marglndl e sen51blemente menor que»*

£ @10’ o sea 1~ua1 2 6000 MHz. Por eso _es ventadoso el redur.

' 01r 1aV&upa01uad mdrglnal con01ulen€o delgada la-zona de ‘emi—

's10n, de modo que lﬂ superilcle llmlue entre el prlmer elec-*~

troao y dlcha zonn de- emlslén qea iguql 0 mas pequena que la

supexflcle emlsma° g ffmuﬁ"-au~”

Deskues a8 VeDu&JO&O eSuableoer enbre l& zona de emlconn

a”3 solam

ente

1~se es tdblece el espe501 deflultlvo WB de la zona ue 




que las rela010nes an— -

- . '»;'.-

'te.rio:rr',égfha;n

1:0 deerddaS para un trar31ct01 con EE perflcle.’

sora 3 ha ulmu1uU1nf
fiQ vi,ffavoraole, o sea cuando la frec en01a 11m1Le es detprmlnddéqffv"*
;‘x; s solamente por la capa01 ad estatloa ael emlﬁor o del borde’
) ; z'~r?' QyoC/Z?ZT ), la re13016n ﬁ/ﬁ%, en termanS veotorlari Rt
/ 'fj1 le&,”es 10ual a l/(i%ﬁg BEW/B Y, cuando representan,@la B

:ampllflcdoién, de . corr1ente del tetrodo, ﬁ() la ampllflcar: -

'fclén de corrlcn,e ae un trans1stor dOﬂ zona de emlﬂlén rela-,?

EW’ ya que entonceq qe puede manlobgdr toda la:

a”corrlcnte ael emlcor, Si dea 1a alelfICaClén qe saales

i;o 1gual que B

Tpequenas 1nueresa unﬁblande, BEE'qe pugge asrandar entonces

En una dlsp0s1c16n de tran—

-5 cintd segﬁn lqs Flgs. l ar 4 con re31$tan-'u

'qiugk;jvenuago amaute haSta uros 3 BEW

“°1<tore° ‘en f01ma

016n llneal ‘BEE—eq apzozlma amente 1gua1 que BE/ZO. A51 pues7




So, sobre el dlSCO semlcoaductur, y se prepala 1a zona emlso-

A’Llﬁlé ra por aleacién. Dulante el bemplado pOSEerlOr, los lugares e

tora de n. ”“fAu::'f ".1:7  . '3f”7}jf ’Xﬁ.-A": ; ﬁ.f

ha capa metallca se dlsuelve ahora en un a01do aproplado-i
15-1"11 1) ulstrlbuye en plaqultas de 1 x l x O 5 aprox1madamente.
A oonmlnuq016n se‘mlean en forma corxlente aos glébulos de*

faleaolén de unos 80/u de dlameiro, por edemplo ue una dlea—‘,ﬂ"

"

vCléniwn"'Sb"‘Ag, Con Ull& “, a 1(511 ue unos 130/0-1 IY se ”templa.w

V:W se uldamente a emperatura un poco mas oaJa. Degrués de un

breve ataoue, 86 cubre “por el méiodu de fot01951qt, lo ldr—

go de la 1f nea de unlén entre 1os dos giobulob de aleaci6n,
uud tlra de unos 70/u de ﬂnchuja v se ealléa un ataque "mesa"~J”

De Mues ae la sepaxaoléu mel recuorlulenbo Lotores1st ‘se pué_

de sol ar la plaquit semlconductOIa sobre el ple de traus1tor

TQ-‘“§5QM~ y ponerla i contacto con dos tlrltas de platdoiwj’

T c16n ael recubrlmlenbo fotores1nt se apll&a Por evafo 3016n, S




; y dotar de contdo

el electrodu 2 en la Flg; 5

Lo e @n’bOndhctox 1nter10r 0111norlco o cénlco, en’ forma pareclda

BRI ‘al”électrddé 1 en. 1a- Flg. 5 Tamblen qe pueden d1 pOner loa:“

- T tlan31SUores de manera que en vez ae emplear VdrlOS electro—

‘(,

[ aos 1nterlores,'se use un - solo electrodo 1uter10r que cea co-'r'

min & toddq las dlSpOSlclones de uran31qtores.5., xei SR

~Bo la diqposlclén pnip del’ tlpo "mesa CLnforme a-la. - B

SR ”ig. 3, ha Qe confeculonar discos semlconduotores, én cuyo e

’“bd forma mds sen01lla de obtenpr estos dlacos es ld de

- glear (por ejemplo con In) un electrodo e éf» ;superflcle-que_¢ “

aoarque CdSl “todu el al@oo, sobre dlSOOS més rue ~de la‘dé- e

aua dot3016n de 11 o de ld capa superfL01al, de acuerdo con SRR

T el pzocedlmlento emyleado en los reotlflcaaores de potenclao

. JJas COPdlCl‘neS de dled016n y ae enfrlamlento deken ale—

de—xondo c'ea lo mas lauo pO&lDle y que la parte p1e01bltada




'do uOI esto ultlmo desQa01o, perpendloularmente a sus exten516n

_ 20 jlongltud1ndl. . -' ' o ”. _”‘?

el'burﬂmnlo es atacado rapldamente por los lugares 11u—

._mminadoH, b1n embargo, el ataque cesa por. s1 mlsmo oando en_“ "

' un Lug ar qe llega a ld'OdLa al lante del laQO quterlor (mas

.;exaoto, ld Cdya a1QIante Que corr63ponde la alferencia'den

 -5Leus16n ele‘p;odo pooterlor—elcctrollto).1:f

de estd mane a se pueden confec01onar dlqcos

"Asi pues;

N %altamente domados de p, los cuales Jleueu en 19 uuperflole

—'und delgada caya de01lmente do ada ae el de un esleﬁor exac—

‘Vtamente prev151ble. Despuésﬁ@e;la &epdracién cel recubrlmlen-<

”to y ae 1a capa mctallca por-el- l o posterlor 8 estos dlscos



'dotado de n e alean prlmero,

dota&01a de p, por eJemplo
quperflcle. Sobre esta oaba se Oerme un. segundo dlSCO seml— i
-conductor, ya este conaunto se»le callenta ha ta temperatura =

ae aleac¢6n de ual manera, que el Qegundo dl°00 semlconductor

adqu1era mayor tempelatura que el dlSCO de partlda. De este
modo se obtieune un ¢ erpo emlconuuctor con uua mltad fuerte— -
" ment do dda de D y, omrd mltad, dOLan de n.,A contlnua016n

se Vd reuaganuo la aperflcle doiu a de n, segun eL proced1~?

La dlsp031016n segun el 1nvento J‘_1.1e<iie pox supuesto, pre—

o pa;arse uamplen conforme al prooedlmlento ae doble d1fus16n‘w“”

o oe 07 ra manerd. La 11nea a ayas 15 1ndlca en . cada caso el




Desorlto suflclentemente el eobgeto de la presente patentefjﬁ

ue 1nven016n 'y sus. dlstlnias parues, 1nteresa aflrmar oue las

T e e

"QlSkOSICIOnuS anterlolmente 1ndlcadas son susceptlbles ae modl-"




 — Procedlmlcnto paaa la confecc16n ue un tran31<tor a_

contacto ue ouperf.Lc:Le, sebun las Ielv1ndloa01ones anterlores;”“

uue el uspe or definltivo de dlcha zona de bd e, y porque de

pue -de la 1ncoryord01on pOL ale3016n del eLectlodo uel lado,]ﬂ

del emlsor, se templa al cuerpo semlconductor a una temperatura

fl eramente por debaao qe la tempe;atLra. e alea016n, hasta quefj




= ‘;u . . e . f/l//) ‘/l ﬂ [W\

/ contacto de quperf1c1e,-segun las ralv1ndlca01@he dnterlores,'

para la prepar3016n'ue la zona de ba e bor ulfuﬂlén wuarda, -

‘7 con respecto a la temperaturd amolente absolula, la mlama re— _i

hp@PflClG,{S;

del materlal de crubrlClén.‘y 

P 98~ Ploeedlmlento para 1a confeCclén ae un tranclstor'a'

cowtdcto aev uperilole, segun ldS re1v1n01cac1ones anterlores,

caract rlzado, ademas, porque como materlal ae partlda;seﬁem—

"3b;i ' pled una, plequ1ba fuertem nte dotdda la cual, aebago de una. su-"

e perflc e tiene una capa debllmente dotada.;}?f7‘“ﬂ\g;:~ :f>.

- e P - .

el '“1~l0- - Procedlmlenuo pala la confecclén ue un tzun81stor a

lﬁ contacto de SuPGTflOle, segun las relv1nd10a016n anterlor,4c&—5ﬂ”




,rdcturlzcdo, ademas, poxgue en la prepalaclén ae una disposi-

*; 3016n pnlp, el queSOT ueueado de lq capa de alta eclsten01a‘;A?'”
71' ;7j;6hm1ca se obtlene de tal mqnera mealante un metodo ae @taoueﬁ
{electroqulmlco, quefla zona fuertemvnte dOuddd de P quede mds
5 pretensaua negat1vamente h@01a l&_Cdra deollmente dotaca ae n,‘
- _i que el electrolltoo | | |

3;1 ”ﬂ”‘<i,'M Ai 11; - Procedlmlento pd;a la conf90016n de un tldn31stor a‘";_f

'_contdcto de cupenlcje, e un la relv1nqloocl6n antvrlor, ca—t,

: mcorrevponde a los lu ares mas aelgados v sélo a éutos se les Ox~. .-

e Ry

~5p0ne 1ntensamente = la luz, y porque a contlnu4016n se aumenta

'»1d ten816n prev1a v se atac el resto de la superflcle hasta
}15 j“locrar el deseado eureaor ae capao

mlda'—~ locedlmlento para la confeoc16n de tranqistores a T

fcontacto de superficm segun las re1v1ndlcd01ones dnterlores,

caracterlzado, auemau, porque oe und plaqulta emlcOnductora

he

'fﬂ”‘g}',mde un dlsco metalloo dotdao ae un taladro'y}‘a todos 10s elec—f:

trodOg 1ntrlores, poz medlo de un conductor 1nter10r comun de

-




N‘TOUO segun queaa de crlto y re1v1ndicado en la presente

”'fﬂMemo 1a que conqta de velntlcudtro hogas folladas y eucrltas

& méqulna por uns, sola de BL caras y se represenma en lds ad-~f

Juntas hoaas de planoso S f" "'ly ‘47"ff- 'm,@1_  .3’ 

Madrid, 4 de. agosto de 1. 960.»--'55"'
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